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[はじめに] 

我々の研究グループでは小型で高感度の Si 光

共振器を用いたバイオセンサーの研究を行って

いる[1,2,3]。検出感度向上のためにフォトニック

共振器バイオセンサーを作製し(図 1(a))、検出感

度 0.01 ng/mlを達成した(図 1(b))。しかし、光フ

ァイバーと上記の光デバイスを結合させたとき

に生じる結合損失が再現性の障害となる。そこで、

光ファイバーと導波路の結合効率を向上させる

素子であるスポットサイズコンバータ(SSC)[4,5]

を作製し、バイオセンサーに搭載させ、生体物質

を検出することを試みた。今回作製した SSC は

第 2 コアとなる SiNの厚膜が 700nmであり、容

易に CMOSプロセスと整合することができる。 

[実験] 

SSCはテーパーSi導波路と Siと下地の SiO2の

中間の屈折率を持った SiN 導波路で構成される

(図 2)。まず、SOI 基板上にテーパーSi 導波路を

形成する。次に Si導波路上に SiO2膜(屈折率 1.45)

と SiN膜(屈折率 1.75)を成膜する。その後ドライ

エッチングによって Si 導波路と平行に SiN 導波

路を形成し、最後に SiO2膜で覆い完成する(図 3)。 

[結果、考察、結論] 

作製した SSCの光学顕微鏡写真を図 4に示す。

Si 導波路と平行に SiN 導波路を作製することが

できた。しかし、SiN、SiO2をプラズマ CVDで堆

積させたところ、発生したパーティクルの影響に

より出力光が極めて小さくなった。そこで、

LPCVD法を用いて良質な SiN導波路の作製を試

みる。当日は、SSCの評価と SSC付き Si光共振

器バイオセンサーによる PSA の検出結果につい

て述べる。 

[参考文献] 
[1] T. Taniguchi et al., Opt. Comm. 365, 16 (2016). 

[2] T. Taniguchi et al., Jpn. J. Appl. Phys. 55, 04EM04 (2016). 
[3] A.K. Sana et al., Jpn. J. Appl. Phys. 55, 04EM11 (2016). 

[4] T. Shoji et al., ELECTRONICS LETTERS 38, 1669 (2002). 
[5] Y. Maegami et al., Opt. Express 24(15), 16856 (2016). 
 

図 1. フォトニック共振器バイオセンサー 

図 4. 作製したサンプルの光学顕微鏡写真  

図 3. 作製プロセス 

図 2. SSCの構造 

(a) SEM像   (b) PSA測定結果 
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